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Tasima sayilarinin belirlenmesi yéntemlerinden, iki ¢bzelti arasindaki ayriima

ylzeyinin hareket hizi élctimesi yontemini kullanarak tasima sayisinin bulunmasi.

Bir ¢dzeltiden gecen 96493 C’luk akim 1 esdeger gram madde agiga ¢ikarir. Buna
1 Faraday denir.

Bir metal iletkenin iki ucu arasina bir potansiyel uygulandiginda , iletkenden gecen
bir akim geger. Gegen (i) akimi ile uygulanan potansiyel (V) arasinda V = i.R
bagintisi vardir. Bu baginti ohm yasasinin matemetiksel ifadesidir. Bagintidaki R
katsayisina diren¢ denir ve birimi ohm () dur. Direng yalnizca iletkenin tirlne,
uzunluguna ve kesitine bagli olarak degigir.

R =p + Ozdireng 1,00 cm? iletkenin direncidir.
Elektriksel direncin tersine iletkenlik denir. Direng elektrigin gecisine karsi koyma
yetenegi olarak tanimlanirsa ; iletkenlik, elektrigi gecirme yetenegdi olarak
tanimlanir. Tanima gére L = 1/R our . Birimi ohm™ ya da mho olur. Siemens olarak
da tanimlanabilir.
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P ! Burada 1/p degerine 6ziletkenlik denir ve k ile

gosterilir. Oziletkenlik 1,00 cm?® ¢cdzeltinin iletkenligi olup birimi ohm™ cm™ dir.
Esdeger iletkenlik iyonun birim yiki basina diisen molar iletkenligidir.

Aralarinda 1,00 cm uzaklik bulunan iki elektrot arasinda ki elektrolit katmanda
¢6zinmuUs olarak 1 mol madde varsa bu elektrolitin iletkenligine molar iletkenlik
denir.

Oziletkenlik ve molar iletkenlik arasindaki iliski , cdzeltinin derisimi ¢ molarsa , 1 mol
madde igeren hacmi 1000/c cm® olacagindan
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Bir iyonun tagidigi yukun iyonlarin toplam tagidigi yike oranina tagima sayisi
denir.

iyonlarin elektriksel alan igindeki go¢ hizlarina iyonik mobilite denir. iyonik mobilite
iyonun yiiki ile dogru, siirtinme katsayisi ile ters orantidir. Stirtinme katsayisi da
ortamin viskozitesine , sicakliga ve iyon yarigapina ve sekline baghdir.

Tasima Sayisini Etkileyen Faktérler;

v' Tasima sayisini kullanilan ¢ézgen ve iyonlarin konsatrasyonu etkiler.
Derigik ortamlarda iyonlarin birbirleri ile etkilesimi fazla olup hizli hareket
edemiyecedi icin tagima sayisi azlari. Asiri seyreltik ¢ozeltilerde ise iyonlar
arasl cekim az ve tasiyacak iyon sayisi az olacagi icin tasima sayisi az
olacaktir.
v" Akim siddetinini artmasi iyonlarin hizini arttirtacagdi icin tasima sayisi da
artacakitir.
v Kullanilan ¢dzgen kuvvetli asit ise tagima sayisi artar.Zayif asitlerde azalir.
v lyonlarin yiikii de tagima sayilarini etkiler.Bitiin degerlerin ortak oldugu
durumda bazi iyonlarin karakteristik 6zellikleri de tagima sayilarinin farkli
olmasina sebep olabilir. H* ve OH" iyonlarinin ziplama mekanizmasi ile
hereket etmesi tagsima sayilarinin fazla olmasina sebep olur.
DENEYIN
YAPILISI Elektrolit olarak HCI kullaniriz. Hicre olarak 1 ml'lik pipet 0,1 N HCl ile
doldurulur. 2-3 damla kristalviyole ile renklendirilerek deney sirasinda sinir
ylizeyinin belirlenmesi saglanir. Cézeliden 3 mA akim gegirilir. Ustte katot
olarak Pt , altta ise Cu elektrot yeralir. H* ve Cu™iyonlari katoda, CI iyonlari ise
anota gb¢ edecektir.

Anot: Cu
Katot: Pt

2CI'— Cl, + 2e
2H* + 2e — Hy(g)

Sinir ylzeyi gbzlenebilir hacimde iken her 5 br seviyesinden gegis anindaki
gecen zaman kaydedilir.

Bu seviye arasindaki ¢ézelti hacmi ve sire kulanilarak yapilan iglemlerden
tasima sayisi bulunur. Olciimler ve hesaplamalar asagidaki gibi olur.

h Hacim Sire (t) Q-it
yikseklik (mm) V = r’h x 10°dm®=(L) sn |
0 0 0 0 0
8,555 50,27150148 5,02715E-05 193 0,579
17,11 100,543003 0,000100543 385 1,155
25,665 150,8145045 0,000150815 570 1,71
34,22 201,0860059 0,000201086 760 2,28
42,775 251,3575074 0,000251358 945 2,835
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SONUC
H*”nin ,tasima sayisi ClI” nin tagsima sayisindan fazla ¢ikmistir. Bu protonun
ziplama mekanizmasi ile hareketinden ve yarigcapinin klora gére kiigik olmasindan
kaynaklanmaktadir. iyonik mobilite ve es deger iletkenlikler tagima sayilari ile
orantili ve ¢bzgen, ortamin sicakhgi, viskozite, akim giddeti her iki iyon iginde ayni
olduguna gére, protonun bu degerlerinin de fazla ¢ikmasinin nedeni yine iyon

yarigap! ile agiklanabilir.



